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Порог лазерной генерации
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Пороговый ток
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Плотность порогового тока

Объемные
п/п

~1 кА/см2

Квантовые
ямы

~100 А/см2

Квантовые
проволоки

???

Квантовые
точки

~10 А/см2

Температурная зависимость
порогового тока
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